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プロセッサ性能を上げる最新ICメモリ
Recen=C Memoriesfor High Performance Microcomputer System

マイクロプロセッサシステムの性能を向上するためには,ICメモリの高性能

化が必す(須)である｡各種ICメモリ分野で高速化を中心とした性能の向上を進

めて,高性能ICメモリ製品系列の充実を図っている｡0.8ドmから1.3ドmの微細

加工技術を採用し,デバイスや回路に改良を加えて最先端メモリのアクセス時

間として,SRAMでは15ns,DRAMでは60ns,また,EPROMでは70nsまで

の製品を開発し,量産化した｡

n 緒 言

マイクロプロセッサ(MPU:MicroProcessorUnit)の性能

向上に伴って1),より高速のICメモリが必要となっている｡

MPUが必要とするメモリアクセス時間と実際のICメモリのア

クセス時間の推移を図1に示す｡ウエイトサイクルを挿入し

ない場合,現在主力の20MHz程度のMPUでは35ns以下,30

MHz程度のMPUでは30ns以下のアクセス時間が要求される｡

大容量メモリシステムに適しているDRAM(Dynamic Ran-

domAccessMemory)はこの性能推移に追いついていないた

め,高速のSRAM(StaticRAM)で構成したキャッシュメモリ

を用いて,DRAMで構成するメインメモリとMPUのスピード

の差を埋める方向にある｡しかし,MPUの性能を最大限引き

出すには,キャッシュメモリだけでなくメインメモリも高速

にする必要があり,あらゆるメモリで高速性能が要求されて

いる｡

この市場ニーズを踏まえて,日立製作所では表1に示すよ

うに高速SRAMを中心に各種ICメモリ分野で高速化を進めて

おり,SRAMでは15ns,DRAMでは60ns,EPROM(Elec-

tricallyProgrammableReadOnlyMemory)では70nsのア

クセス時間のものまで製品化している｡

以下では,各メモリ分野ごとに分けて高性能化動向につい

て述べる｡

田 高速SRAMの動向

アクセス時間が55ns以下の高速SRAMの応用分野は,急速

に拡大している｡主な応用分野として,スーパーコンピュー

タのメインメモリ,はん(汎)用コンピュータ及びミニコンピ

ュータのメインメモリやキャッシュメモリ,ワークステーシ

ョンのバッファメモリやコントロールメモリなどがある｡こ

れらの応用分野の中でも,特に大形コンピュータのワーキン

グストレージやバッファメモリにはアクセス時間が10ns前後

の超高速ECL(EmitterCoupledLogic)RAMが用いられてい

る｡近年の高速MPU用のキャッシュメモリシステムには,ア
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図I MPUとメモリのスピード推移 近年のMPUの性能向上は著

しく,最新MPUではウエイトなしの場合にはDRAMを直接アクセスす

るのが困難になっている｡

クセス時間が15nsから45ns,容量が16kビットから256kビッ

トの高速SRAMが用いられている｡

図2は,日立製作所の高速SRAM製品ファミリー〔TTL

(TransistorTransistorLogic)インタフェース〕を示したも

のである｡日立製作所では,上述した各種の応用分野の顧客

ニーズにこたえるため,各種の高速SRAMを開発し,製品化

している｡現在,Hi-CMOS(High Performance Com-
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1308 日立評論 VO+.70 No.12(1988-12)

表l高性能マイクロプロセッサ用高速ICメモリ マイクロプロセッサの性能を最大限引き出すた桝ニ,各種製品分野で高速品の晶ぞろえを行

つている｡

メモリ容量(ピット)
製品区分

16k 64k 256k lM 4M

DRAM

HM引256

HM引258

(85rlS)

HM511000H

HM514256H

(60ns)

HM引4100

HM514400

(80ns)

SRAM

HM6268 HM6287H HM6207H HM624256

HM6716*

(25ns)

HM6288

(25ns)

HM6787H*

HM6788H*

い5ns)

HM6208H

(25ns)

HM6707*

HM6708*

(20ns)

(35ns)

EPROM
HN27C256H

(70ns)

HN27C1024H

(85ns)

plementaryMetalOxideSemiconductor)製畠でアクセス時
間25nsの64kビットSRAM(HM6288ほか)と256kビット

SRAM(HM6207Hほか)を実現している｡また,CMOSとバ

イポーラ技術を組み合わせたHi-BiCMOS(HighPerform-

ance Bipolar CMOS)製品では,64kビットSRAMで15ns

(HM6787Hほか),256kビット(HM6707ほか)で20nsの高速

アクセス時間を実現している｡最近では,0.叫mのHi-CMOS

技術を用いてアクセス時間35nsの1Mビット高速SRAM2)も

アクセス時間

16kワード×1

4kワード×4

2kワード×8

2kワード×9

64kワード×1

16k

高
速
S
R
A
M
シ
リ
ー
ズ

k46

256k

1M

16kワード×4

16kワード×4

(OE機能付き)

256kワード×1

64kワード×4

32kワード×8

256kワード×4

注:略語説明など EPROM

(Electrjc訓yProgrammable

ReadOnly Memory)

*はHトBiCMOSを示す｡

()内はアクセス時間を示す｡

開発･製品化しており(図3),Hi-CMOS製品とより高速な領

域を実現するHi-BiCMOS製品による豊富な品ぞろえを行っ

ている｡

以下では,Hi-CMOS製品とHi-BiCMOS製品の基盤となる

プロセス技術,及び回路技術について述べる｡

2.1Hi-CMOS高速SRAM

図4は,Hi-CMOS高速SRAMの製品化推移と,これに対応

するプロセス技術を示したものである｡.1982年に,･叫m

70ns 55ns 45ns 35[S 25ns 20ns 15ns

HM6167H HM6267

HM6168H
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HM6716

HM6719

HM6287H
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HM8788
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HM6789
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HM62832*

HM624256

図2 高速SRAM製品ファミリー HトCMOS製品とHi-BjCMOS製品によって,
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アクセス時間ほnsまでの豊富な製品系列を実現している｡



図31Mビット高速SRAMのチップ写真 1Mビットの大容量で,

アクセス時間35nsの高速性能を達成Lている｡(6.25×15.28mm2)

表2 1Mビット高速SRAMと256kビット高速SRAMの比較

微細加工技術の改良によって,256kビットとほぼ同等の性能を持つ

1Mビット高速SRAMを実現している｡

項 目
lMビット 256kビット

HM624256 HM6208

ワ
ー ド 構成 256kワード×4ビット 32kワード×4ビット

フ ロ セ ス 0.8仰1CMOSA12層Poly2層 l.3ドmCMOSA12層Poly2層

アクセス時間 35･45ns 25･35･45ns

動 作 電 流 120mA(max.) 100mA(max.)

完全スタンバイ電流 2mA(max.)

44.2けm2

2mA･0.1mA(max.)

メモリセルサイズ

チップサイズ

96.0ドm2

95.5mm2 57.8mm2

300mi124ピンDIPパ ッ ケ
ー

ジ 400mi128ピン SO+

注:略語説明 SO+(Smal=〕ut=ne Package+-bended)

DIP(Dualln-1ine Package)
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CMOS技術を用いてアクセス時間55nsの16kビットSRAMを

製品化して以来,プロセス及びデバイス技術の改良や新規開

発,新回路技術の導入などによってアクセス時間の高速化と

大容量化が図られた｡まず,プロセス技術に関しては,ポリ

シリコンの2層化とゲート長のスケールダウン,及び低抵抗

ポリサイド配線の導入を行った｡これにより16kビットSRAM

で35nsのアクセス時間を実現し,同時に2I⊥m加工技術を用い

て64kビットの45ns品を実現した｡1.3llm Hi-CMOSプロセ

スでは,Alの2層配線技術を採用して高速化を図F),64kビ

ットで25nsのアクセス時間を達成し,256kビットでもゲート
長を1.0ドmと短チャネル化することで,アクセス時間25ns,

35nsを実現している｡更に,最先端の0.8ドm Hi-CMOSプロ

セスを用いて,1Mビットの大答量でアクセス時間35nsを達

成している｡

表2に1Mビットと256kビットの高速SRAMの比較を,

表3には0.8トLm Hi-CMOSと1.3l⊥m Hi-CMOSプロセスで

のデバイスパラメータの比較を示す｡微細加工技術レベルを

1.3ト1mから0.叫mに向上することで,メモリセルサイズを46

%に縮小して1Mビットの大容量を実現している｡また,動

表3 0.8卜mHi-CMOSとl.3卜mHi-CMOSのデバイスパラメータ

の比較 0.8けmプロセスでは,l.3けmプロセスに比べて配線幅を除き

約70%のスケールダウンを行っている｡

項 目
0.8ト1m l.3トIm

H卜CMOSプロセス Hi-CMOSプロセス

ゲート長

A11

NMOS 0.8トIm l.2トLm

PMOS 0.8トLm 】.2トLm

線 幅 l.4トLm I.6ト1m

間 隔 0.8トnl l.3トLm

A12

線 幅 l.4ト⊥m l.6トLm

l.3llm間 隔 0.8トLm

ゲート酸化膜厚 175 250

セ ル 面 積 44.2岬12 96.0ドm2

m‖｢3 2l▲m 1.3Ilm 0.8トm 0.5Ilm

H卜CMOSプロセス技術

○
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図4 HトCMOS高遠SRAMの製品化推移とプロセス技術 微細化によって,高

速かつ大容量SRAM系列を実現している｡
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作電流は,微増にとどめてアクセス時間35nsの高速性能を達

成した｡0･8けmプロセスでは,配線幅を除いて水平方向,垂

直方向ともに1.3ドmプロセスに比べて約70%のスケールダウ

ンを行って,高集積化とともにデバイス性能も向上させてい

る｡

一方,高速･大容量SRAMの設計では,ワード線遅延やデ

ータ線遅延低減のほか,動作電流や内部ノイズの低減が重要

である｡ワード線遅延低減のために,ワード線電極材料にポ

リサイドを使用している｡データ線などの信号線遅延時間低

減には,アドレス変化検出回路で発生した内部パルスを用い

る信号線電位平衡化(差動アンプが活性化する直前まで2本の

信号線の電位を平衡化しておく方式)が有効である｡また,メ

モリアレーを多分割化することによって,信号線長を短くし

配線容量を低減することができる｡更に,メモリセルからの

微小な電位差を高速に増幅するため,カレントミラー形差動

センスアンプを多段接続して用いている｡

内部電源ノイズ低減には,Al配線の2層化による内部電源

配線抵抗の低減が有効である｡また,マルチビット出力の高

速SRAMでは,データ出力時に出力バッファに多大の電流が

流れるため大きな電源ノイズを発生させる｡これを避けるた

めには,各出力バッファの駆動タイミングをずらして電流集

中を防ぐことが重要となる｡

2.2 超高速Hi-BiCMOS SRAM

BトCMOS技術は,バイポーラLSIの高速性能とCMOS LSI

の高集積･低消費電力性能の特長を合わせ持ち,LSIの高性能

化を進めるうえで非常に有効な技術として注目されてきてい

る｡日立製作所では,世界に先駆けてCMOSとバイポーラを

基本回路内で複合化したHトBiCMOS技術を開発した3)｡Hi-

BiCMOS基本ゲートの遅延時間の負荷容量依存性を,

CMOS,ECLと比較して図5に,また同じく消費電力･遅延

時間積の比較を図6に示す｡CMOS相当の消費電力でECLに

近い高速性が得られている｡日立製作所ではこのHトBiCMOS

技術を,高速メモリ,高速ゲートアレーなどに適用して製品

展開を行ってきた｡

メモリでは,アドレス信号をメモリセルの駆動信号に変換

するデコーダに多数の論理回路が用いられる｡この種の回路

では,出力負荷容量は,一般に1～3pFとなるが,Hi-

BiCMOSの論理回路を用いることによって消費電力を抑えな

がら高速に動作させることができる｡また,メモリセルから

出力する微小信号を増幅するセンスアンプには,高周波特性

の優れたバイポーラ差動アンプを用いることによって,増幅

スピードが向上するとともに,メモリセルの出力電圧振幅が

′トさくなり,高速動作が可能となる｡これらの技術を用い1985

年5月に最大アクセス時間25nsの64kビットSRAM HM

6787-25を世界に先駆けて製品化した｡更に,顧客からの多様

なニーズにこたえるため品種展開及びパッケージ展開を進め

てきた4)｡プロセス加工レベルも2.叫mから1.3けmを経て現在

では1･0ドmプロセスでアクセス時間20nsの256kビット

SRAM HM6707を実現している｡

超高速ECL RAMは高速性能を実現するため,従来は純バ

イポーラトランジスタを用いて設計されてきた｡しかし,消
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CMOS相当の消費電力でECLに近い高速化が可能である｡



費電力の増大の問題,及び極めて薄いベース幅のバイポーラ

をメモリセル内に使用する点などの技術上の難しさから,大

容量化には限界が見えてきていた｡Hi-BiCMOS技術により,

周辺回路にバイポーラ素子を用いて高速ECLとのインタフェ

ースを可能にし,メモリセルにはMOSトランジスタを用いて,

低消費電力性能とCMOS SRAM相当の高歩留ま-)を得るこ

とができる｡国7はHトBiCMOS ECL RAMの概念図である｡

同図に示したように各回路ブロックで最適な回路技術を選択,

採用して,Hi-BiCMOS ECL RAMの製品化を進めている5)｡

表4にHトBiCMOS ECL RAMの製品系列を示す｡現在,最

大アクセス時間15nsの256kビットECL RAMの開発を完了

し量産を開始している｡

今後のMPUの性能向上に伴い,用いられるキャッシュメモ

リも更に高速化し,また多機能化や専用キャッシュメモリ化

/
′
以

＼＼

ド相関

レ一

口トン号コ信

プロセッサ性能を上げる最掛Cメモリ1311

及びECLインタフェース化などの展開が予想される｡これら

の展開には,Hi-BiCMOS技術が大いに寄与する｡

田 高速DRAMの動向

近年,DRAMは従来からの大形計算機のメインメモリとし

ての応f引こ加え,パーソナルコンピュータ,ワークステーシ

ョンなどのMPU利用システムにも用いられるようになってき

ている｡MPUの高速化に伴ってDRAMについても大容量化だ

けでな〈高速化への要求が強くなってきた｡このような要求

にこたえ,1.叫mCMOS技術とA12層配線技術を使用して,

1987年9月から当時世界最高速の豆元宮(Row Address

Strobe)アクセス時間80nsの1MビットDRAMを量産供給し

てきた｡しかし,その後32ビットパーソナルコンピュータや

ワークステーションの本格的な立上げに伴い,更に高速な1

四･uOS,[≡≡∃】H卜B･CMOS,[::=コバイポーラ
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Yバッファ

出力信号

●消費電力
●チップサイズ

●歩留まり

出力バッファ

l

___+

Yアドレス信号

図7 Hi-BiCMOS ECL RAMの概念 バイポーラ,什BiCMOS,MOSを使い分けることによって,高速･大容量ECLRAMの設計が可能となる0

表4 Hi-BiCMOS ECL RAM製品系列 16kビットから256kビットまで幅広く製品化Lている｡

メモリ
形 名

ビット構成
パッケージ

最大アクセ 標準消費電力
プロセス

容 量 (ワード×ビット) ス時間(ns) (mW)

16k

HMlO480

HMlOO480
16kXl CERDIP

10 630

l.3ト州
HMlO484

HMlOO484
4kX4

セラミックフラット

パッケージ

64k

HMlO490

HMlOO490
64kXl

CERDIP

LCC
】5 320

HMlO494*

HMlOO494*
16kX4

CERDIPセラミック

フラットパッケージ
10 650

l.0ト1m

256k
HMlO500

HMlOO500
256kXI

CERDIPLCCセラミッ

クフラットパッケージ
15 400

注:略語説明など

* 開発中

CERDIP(Ceramic Dualln一

仙ePackage)

+CC(LeadlessChjp Car-

rier)

HMlOシリーズ(ECJlOkシ

リーズコンパチブル)

HMlO8シリーズ(ECLlOOk

シリーズコンパチブル)
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MビットDRAMへのニーズが高まってきた｡

そこで豆瓦Sアクセス時間60ns及び70nsと世界最高速かつ低

消費電力の1MビットDRAM,HM511000Hシリーズ(1Mワ

ード×1ビット)とHM514256Hシリーズ(256kワード×4ビ

ット)を開発した｡表5に示すように,高密度実装に適したパ

ッケージも用意し,幅広いニーズに対応できる製品系列をそ

ろえた｡

現在量産中の1MビットDRAMは1.叫mCMOSプロセス

技術,A12層配線技術を使用して基本的に高速設計がなされ

ている｡そこで今回は,この特長を生かしてプロセス,メモ

リセル方式(プレーナセル),メモリアレー構成,チッ70サイ

ズ(4･43mmx13.10mm)などの基本部分は従来と全く同一

とし,メモリ周辺回路部の変更だけによって高速動作を実現

した｡具体的には内部回路の段数低減,各信号問のタイミン

グ最適化及びカラムデコーダの高速化によって各回路ブロッ

クの動作タイミングを速め,豆瓦言アクセス時間を短縮した｡

このように,性能や信頼度を支配する基本部分は現在量産中

で実績のある技術をそのまま用いることによって,高性能･

高信頼度の高速1MビットDRAMを実現することができた｡

表6は主な電気的特性を示したものである｡アクセス時間

は最大でf斤｡｡=60ns,70nsの2種類あり,電源電圧Ⅴ｡｡･=5

V±10%,周囲温度乃=0-70℃で特性を保証している｡

図8は哀哀言テクセス時間･才朋｡の電源電圧依存性の実測値であ

る｡1々c=4･5V,乃=70℃の最悪条件下でも55nsと高速ア

クセス時間を実現した｡

図9は動作電流とスタンバイ電流の分布を示すものである｡

動作電流は最小サイクル時間(才β｡=125ns)で60mAtypリス

タンパイ電流(CMOSインタフェース)は6叫Atyp.と低消費

電力動作が可能である｡

高速カラム動作機能として,×1ビット構成では高速ペー

ジモード,ニブルモード及びスタティックカラムモードを,

表5 高速1MビットDRAM(Hシリーズ)の製品系列 ビット構
成や高速カラムモード,パッケージについて豊富な製品系列を実現して

いる｡

形 名 ビット構成
高速カラム

動作機器

アクセス

時間(ns)
パッケージ

HM51川08HP

1Mワード

×1ビット

高速ページ

モード
60･70

18ピンDIP

HM5=000HJP 20ピンSO+

HM5=000HZP 20ピンZIP

HM511001HP

ニブルモー

ド
60･70

18ピンD】P

HM5110qlHJP 20ピンSO+

HM51川OIHZP ZOピンZIP

HM引1002HP
スタティツ

クカラムモ

ード

60･70

】8ピンDIP

HM511002HJP 20ピンSO+

HM511002HZP 20ピンZIP

HM514256HP

256kワード

×4ピット

高速ページ

モード
60･70

20ピンDIP

HM514256HJP 20ピンSO+

HM引4256HZP 20ピンZIP

HM引4258HP
スタティツ

クカラムモ

ード

60･70

】

20ピンDIP

HM引4258HJP 20ピンSO+

HM引4258HZP 20ピンZIP

注:略語説明 ZIP(Zigzagl州ne Paokage)
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×4ビット構成では高速ページモードとスタティックカラム

モードを用意した｡またパッケージは×1,×4構成ともに

従来の1MビットDRAMと同様にピン挿入形のDIP(DualIn-

1inePackage),ZIP(ZigzagIn-1inePack昭e),両夫葉形

のSOJ(SmallOutlinePackageJ-bended)の3パッケージを

用意した｡

今後もメインメモリのスピード向上がますます重要になる

と予想され,1Mビットで培った高速化技術を更に改良して

発展させてゆく｡

巴 その他のメモリの高性能化

以上述べてきたRAMのほかに,ROMの分野でも･高性能化

が進められている｡なかでもEPROMの高速化が先行している｡

EPROMでは,メモ1jセルに駆動能力の小さいフローティング

ゲート形のトランジスタを用いているためにRAMに比べて高

速化が遅れていたが,回路及びプロセスの改良によって,256

kビットでアクセス時間70ns,1Mビットで85nsの製品を開

発している｡

図川はEPROMの高速化状況を示したものである6)｡高速1

MビットEPROMと従来の1MビットEPROMでの各回路ブ

ロックの遅延時間の比較である｡ワード線遅延を大幅に低減

しているほか,各ブロックともに高速化を図っている｡ワー

ド線については,従来はシート抵抗30n/□の多結晶シリコン

を剛-ていたのに対して,高速品ではEPROMとしては初めて

シート抵抗3n/□のタングステンポリサイドを用いて高速化

した｡

表6 高速1MビットDRAMの主要電気的特性 世界最高速のア

クセス時間60=Sを低消費電力特性を保ったままで達成Lている｡

項 目 内 容

ピ ッ ト 構 成
1MXlビット,

256kX4ビット

電 源 電 圧 t七c=5.0V±10%

アクセス

時 間

百瓦盲アクセス時間(最大) 60ns･70ns

アドレスアクセス時間(最大) 30ns･35ns

CASアクセス時間(最大) 20ns･20ns

サイクル

時 間

リードライトサイクル時間(最小) 125ns･川0ns

高速ページサイクル時間(最小) 45ns･50ns

動 作 電 流 (最大) 90mA･80mA

スタンバ

イ電流

CMOS入力 レベル(最大) l.OmA

TTL 入 力 レ ベ ル(最大) 2.OmA

リフレッシュサイクル 5ほサイクル･8ms

機 能
高速ページモード

ニブルモード

う主:丁盲=0～70℃
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注:略語説明 王RdC(RASアクセス時間),Vcc(電源電圧)

65 70

図8 高速1MビットDRAMのアクセス時間の帖c依存性 百瓦菖アクセス時間は最悪条件で55nsと

高速である｡

20

n=室温

Vcc=5.5V

～RC=125[S

50 60

Jccl(mA)

(a)動作電流Jcclの分布

図9 高速1MビットDRAMの電源電流分布

従来の1M

EPROM

高速1M

EPROM

70

庄互

顛10

世

n=室温

Vcc=5.5V

30 40 50 60 70 80

Jcc2(ドA)

(b)スタンバイ電流Jcc2の分布

(CMOSインタフェース)

高速とともに低消費電力性能を実現している｡

アドレス

バッファ ワード線 センスアンプ
出力

バッファ 105ns

アドレス

バッファ
ワード線 センスアンプ

出力

バッファ
55ns

図川1M EPROMにおける各回路ブロックの遅延時間の比較 高速晶では,ワード線遅延の大幅な低減を中心

に高速化されている｡

回路面ではセンスアンプ部と出力バッファ部に新方式を採

用した｡センスアン70部では,カラムスイッチ用トランジス

タを2階層とした二重Yゲーテイング方式を採用し,スイッチ

用トランジスタとセンスアンプの個数についても最適化して

高速化した｡また,図=は出力バッファの配置方法を示した

ものである｡センスアンプの動作マージンを減少したり,出

力バッファのスピードを劣化させる出力バッファノイズを低

減するために,GND(Ground:接地)パッドに対して出力バッ

ファ群を対称に配置し,左右ともに三つのグループに分ける｡

GNDパッドから維れたバッファほど論理しきい値を高くして

早くオンさせることで,各バッファがノイズを発生するタイ

ミングをずらしてノイズのピーク値を下げている｡

従来タイプのICメモリで高速化が進められると同時に,機

能を追加することでシステム性能を向上する新タイプのメモ

リも登場している｡追加機能によって従来タイプに比べては

ん用性が薄れるものの,特定の応用分野で大幅に性能を向上

し,かつ部品点数を低減することができる｡

新タイプの代表的な製品としては,マルチポートRAM7)が

ある｡図12はマルチポートRAMの概念図である｡ランダムア

クセスが可能なRAM部に加えて,シリアルアクセスが可能な
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センスアンプ

出力バッファ

パッド

注:A(高論理Lきい値形),B(中論理Lきい値形),C(低論理Lきい値形)

図Il高速EPROMにおける出力バッファ配置

アを用いている｡

RAM

ポート

描画系
RAM

データ

アドレス

RAM SAM

｢
-
-
■

占
GND

GND(G｢ou=d:接地)パッドについて対称に配置し,論理しきい値の異なる3種類の出力バッフ

卜㌍

SAM

データ 表示系

シリアルクロック

+
_

__
_ __ _

__

_.-_,_.._.+

注:略語説明 SAM(SerialAccessMemory)

図12 マルチポートRAMの構成 RAMのほかにSAMを備えており,
画像処理用メモリとLて最適である｡

SAM(SerialAccessMemory)を備え,相互にデータを転送

するとき以外はそれぞれに対して独立にアクセスが可能なメ

モリである｡描画プロセッサからの入力をRAMポートに接続

し,CRT(CathodeRayTube)などの表示系にSAMポートか

ら出力することで,描画スピードを従来の4倍ないし5倍に

向上することができる｡

表7は現在までに製品化している256k及び1Mビットのマル

チポートRAM系列である｡これらの製品は,RAMポートか

らの書込み時に入出力端子ごとに書き込みを禁止するライトマ

スク機能などを標準装備するとともに,記憶データと入力デ

ータとの間の論理演算機能や,1ワード線上のデータを一括し

て書き込むフラッシュライト機能などをオプション機能とし

て備えている｡これらの機能によって,描画スピードは更に

向上する｡

切 結 言

微細加工技術を中心としたプロセスデバイス技術と回路技

術の向上を基礎にして,高速化を中心に各種ICメモリの高性

能化を行っている｡SRAMでは15ns,DRAMでは60ns,EP

ROMでは70nsまでの製品が既に実現している｡これによって,

MPU性能の限界までシステム性能を引き上げることを可能に

した｡今後MPUの性能は更に向上していくものと予想され,

高性能ICメモリ系列の拡充を進めて市場ニーズに対応してい

く考えである｡

88

表7 マルチポートRAMの概要 高速･高機能のマルチポートRAM

系列を展開して,画像処理分野の各種の応用に対応している｡

HM534引 HM534251 HM53馴2l

シリーズ シリーズ シリーズ

メモリ

構成

RAM部
64kワード× 256kワード× 128kワード×

4ビット 4ビット 8ビット

SAM部
256ワード× 512ワード× 256ワード×

4ビット 4ビット 8ピット

RAMアクセス時間 100･128り50ns 100･120り50ns 100り20り50ns

SAMサイクル時間 40･40･60ns 30･40･60ns 30･40･60ns

磯

能

ライトマスク あり あり あり

シリアル入力 あり あり あり

リアルタイム

データ転送
あり オプション オプション

スペシャル

リード転送
なし オプション オプション

フラッシュ

ラ イト
なL オプション オプション

論 王里 演 算 オプション オプション オプション

パ ッ ケ ー ジ
24ピン 28ピン 40ピン

ZIP,DIP,SO+ ZIP,SO+ SO+
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